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ダイヤモンドは極めて優れた材料物性により、次々世代パワーエレクトロニクス、耐放射線性

素子、超高温エレクトロニクスなどの応用が期待されている 1)。しかし、高品質 pn接合の形成や

メサ加工の難しさから、実験的にインパクトイ

オン化率を求めた結果が少なく 2)、縁辺終端技

術を用いないデバイスのブレークダウン結果

へのフィッティングやシミュレーションでの

計算結果による値が提案されている 3-5)。そこ

で本研究では、電子線を用いてドリフト層内部

に電子正孔対を誘起し電界中でのキャリア増

倍を評価する手法 6)を用いてダイヤモンドに

おけるインパクトイオン化率の評価を試みた。 

評価用基板として 1µm のドリフト層膜厚を

有する疑似縦型ダイヤモンド SBD を用い、

SEM 中で電子線を照射しながら素子の漏れ電

流を評価した。注入した電子線電流および加速

電圧から反射電子、電子正孔対生成イオン化エ

ネルギーを考慮して逆バイアス印加時の漏れ

電流を解析した結果を図に示す。求められた結果からは高いインパクトイオン化係数が示されて

いるが、解析により素子縁辺における電界集中に起因する漏れ電流が解析結果に重畳しているこ

と、電子正孔対生成イオン化エネルギーの値が評価限界に影響していることが分かっており、少

なくともインパクトイオン化係数の正確な評価には縁辺電界緩和構造の実現が必要不可欠である

ことが分かった。実験結果および解析の詳細は当日報告する。 
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図 EBIC 法により求められたインパクトイ

オン化係数と各種モデルの比較 
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